Corirt —

10

P jnd 15 |6080

PHB 30.698.
REHECHA I.

=.34609
- 1 AGD. 1857 |

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
P4TENTE DE INVENGCIONW
e n
g8 Pafa
por VEIN'E s#fios
& nombre de H,V, PHILIPS“GLOEILAMPLNFABRICKEN, entidad holun-
desa, establecida en Bmmasingel 29, Binﬁﬁoven. Holanda, gor:
"DISPOSITIV SEMICOIDICTOR" . '

Bsta invencidén se refiere & dlspositivws semiconductores.
De acuerdo con lua iavenecidn en un dispositivo semiconductor
que couprende una Jjuntura entre dozm regiones de diferente tipo
de conductividad, 1a regidn del primer tipo de conductividad
¥y la Jjuotura sobresalen con respecto &l nivel adyacente de la
regién del segundo tipo de conductividad y se provee‘un contac-
10 de soluadurs gue cubre aympletumente acualla psrte de la su-
perficie de la regidn del primer tipo de conductividad que es
substancislmente parélela a la juntwsa.

Los diepositivos aaﬁicon&uctopes de acuerdo con la inven-
¢idn pueden ser producildos por‘ﬁn método que comprende las eta-
pas de difundir una impureza para proveer una regidn dd. primer

tipo de conductividsd a través de la superficie de un cristal
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del segundo tipo de canductividad, para preveer un m:teriul pe-
netrado del primer tipo de condustividud sobre todo & una su-
perficie deseuda del eristal proveer un contacte de = ldéadura

en le gegibén del primor tipo de conductividud y mordicar el cris-
tal con un mordicante, que substancialmente no afecta ls solda-
durs, de modo tal que la regidn del primer tipo de conductividad
y 18 Juntursa entre las reﬁgiones ddl. primerc y segunde tipo de
conduetividad sobresalen:rcon respecto 4, nivel sdyacente de la
regién del segundo tipo de conductividad.

antes de la etapa de mordlcacidn, parte de la superficie
del oriwtal puede ser eliminzda hasts una profundidad gue exce-
de la profundidsd de la juntura por medios mecamicos y un con-
tacto Shmico puede ser asegurado &l oristal para proveer un cone
tacte sobre lu repion del segundo tipo de conduetividad.,

Doe realizac iones dé dispositivos semlconductores de acuer-
do con 1 juvencidn y un modo de fabricacidn de los mismos se-
rin deseriptos a continuacidn a t{tulo de e)emplo, con referen-
cla & los dibujos esquemdtices que se acompafian, en los que:

Las figuras 1 y 2 muestran etapas de la fabricacidn de
un diods de germunlo mostrado en la figura 3, ¥y

Las figurssly & muestran etspas de la fabricacidén de un
transistcr de germanio mostrado enp la figura 5;

Todas las figuras son vietas en corte.

Refiriéndose shora a los dibujos, la figura 1 muestra un
moncoristal de germanio de tipo p a través de cuya superficie
ha sido difundido antomonio para proveer una penetracidn de ger-
manic de tipo n 2, el interior 3 del eristal permanece de tipo
P de modo que una Juntura 4 provieta debajo de la superfilcie
del cristal.

Cusl quier método conocido puede ser usudo para proveer
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la regibén de tipo n, por ejemplo, antimonio puede ser difundi-
do en el erisial por calentamlento del cristal 1 en una atmés-
fera de vapor de sntimonio para proveer la )enetracidén de difu-
st bn desedadu y por lo tanto la profundlidad deseads de la jun-
tura 4 debajo de la superficie del cristal 1,

La superficie infericr (como se muestra en la figurae 1)
del oristsl 1 es luego ellminado por anclado con la ayuda de
un sbrasive fino, y son soldados electrodos a la superflcle
del oristsl 1 ccno se muestra en la figura &.

Un electrodo de niguel quwe eubre la cara amolada del
cristal 1 es soldado al eristal con la gyuda de soldadura 8
de estaio-galic (99%-1%2) por celentanientoc @ aproximadamente
450€C en un horne en uns a‘tméysfera de hidrégenoc,

Un alaunbbe de nigquel 5 es luego soldado a la superficie
del orietal con el uso de una soldadura O de estdfo-antimonio
{904=-10%) y un fundente, siendo efilicado calor con el uso de
una corriente de una mezcla de gas callente (Nézﬁé 9:1) a una
temperatura de aproximadamente 3008C.

El eristel 1 con sus contactos fijados es luege mordica-
do en un bafo de perdxido de hidrdgenc (20 vols.) 2 702C eon
el resultado que mlentras la soldadura substanciglmente no es
afectads, el germanio del eristal 1 es elimiando pr mordica-.
cidén. La mordicacidn ez continuada hasta que queda s limente
aguella parte de la capa 2 de tipe g_qﬁe eatd protegida de la
accién del bafio por la soldadura 6 y la parte que queda de 1s
capa 2 y la parte restante de la juntura 4 con la parte restan-
‘te de la capa 2 sobresalen con respecto al nivel 9 de 1& regidn
restante de tipo p.

El dicdo puede contener agregado un& impureza para redu-

cir la dependencia de temperatura de la corriente lnversa a
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través de la juntura como se desoribe en la solicitud de Do =
tente 4cta 140,915 {PH B. j&).669). Asl puede ser difundgido
niquel en ol eristsal al mism tlempo que antimonio come se des-
ocribe precedentemente. En ests reiacidn, el niquel es difundi-
do en el orlstal més rdpido que el antimonio de modo gue la di-
fueibn de niguel en todo el eristal puede ser efectuada ficil-
mente mientras que l& penetracddn del sntimonio es limitada.

Para pmducir un trsnsistor, se toms un cristal comoc se
muestrs en la figura 1 y la superficle prdxima al lado derecho.
como se muestra en la figure 1 es ellminada por amolado para
remover parte de la superficie de la regidn de tipo ns

Luego sbri,soldauos electrodo a le superficie como se muss—
tra en 18 fipura 4, indicando las mismuas referencias numéricas
similares en las figuras &, 3, 4 y 5. Bn este caso, el contacto -
7 es desplazado con rex‘.':erencia al mostrado en la figura 2 y
un contacto adicional 10 es fijade al ekistal 1 con = ldadura
11 opuestos y similarmente al eleetrodo 5 y soldadura 6, 81 el
electrodo 11 debe constlitulr el slectredoc colector puede ser
hecho mayor que el electrodo 6, ‘

' La mardicacién es efectuada coamo se describe con referen-—
cla 8 la figurs 3 oon el resultadc que se obtienc un thansis-
tor n-p-n sobresaliends también la soldadura 1lly lu segunda
parte restante de la Juntura 4 asoclada con el contactoc 10 y
la soldsdura 1l con respecto al nivel adyscente 12 de lg par-
te restante de la regidn de tipo p.

La presante solicitud gue corresponie & la sresentada en
Gran Bretafia, el Z de Abril de 1,95, bajo el nlm. 10.1%4/56,
se acoge 8 los beneficios del articulo 51 del vigente Estatutd

Bobre Propiedad Industrial,
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Los puntos de invencidn propia y nueva que se Tesentan
pura que sean objoto de esta Patente de Invencidn en Espafiag
por VLIWNTE sfios ©on los siguiernt ess

12 .~ Dispos it ivo semicondustor que comprende una Juntura
entre dos regiones de diferentes tipos de conduwtividsd, en que
la regidn del primer tipo de conductividad ¥y la juantura sobre-
sclen del mivel adyacente de la regidn del sesuando tipo de con-
duetividud. y es provisto de un contacto de ~oldadura que cubre
enteramente aquella parte de la superficie de la regidnm del pri-
mer tipo de conductividad que es substuncialmente paralels a la
Juntiara. B

22 ... Dispositivo semiconduwtor.

Tal y como se ha descrito en la Hemoris que antecede,
reprecent ado eun los aibujos que/se acompsfian y para los fines
que se han especificudo.

La presente kemoria consta de cinco hojas eseritas & mi-

guina por un: sola cara.

Madrdd, = 1 Aol woi
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